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Nous présentons les resultats preliminaires pour l'integration d'une source laser cascade interbande (ICL) émettant a 4 um sur une plateforme
SiGe par la méthode du Micro Transfer-Printing (uTP). Des simulations du couplage du laser avec le guide SiGe accompagnent la premiere
demonstration d’un transfert d’ICL sur silicium par puTP.
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